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(54) 액정 표시 장치

요약

액정을 개재하여 상호 대향 배치되는 투명 기판중 일측 투명 기판의 액정측의 화소 영역에, 층을 달리하
여 배치되는 화소 전극과, 그 화소 전극과의 사이에 투명 기판과 평행한 성분을 갖는 전계를 발생시키는 
대향 전극을 구비하여, 이들 화소 전극과 대향 전극중의 일측을 타측보다도 액정에 가까운 쪽에 형성하
고 또한 상기 타측 전극을 적어도 일측 전극에 중첩되는 영역의 주변으로부터 외측으로 연장되는 투명 
전극에 의해 형성한 액정 표시 장치에 있어서, 그 구동 전압을 작게 하고, 또한 화소 전극과 대향 전극 
사이에 발생하는 부하 용량을 작게 하기 위해서, 상기 화소 전극과 대향 전극 사이에 이들의 각각과 용
량 결합되는 도전층을 형성한다. 

대표도

도1

색인어

화소 전극, 대향 전극, 투명기판, 도전층, 액정 표시 장치

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 일실시예를 도시한 평면도. 

도 2는 도 1의 2-2선에 따른 단면도. 

도 3은 도 1의 3-3선에 따른 단면도. 

도 4는 도 1의 4-4선에 따른 단면도.

도 5는 본 발명에 의한 액정 표시 장치에 세트되는 액정 표시 패널의 외관을 도시한 평면도.

도 6은 액정 표시 패널의 각 투명 기판을 고정하고 또한 액정이 봉입되는 밀봉재의 구성을 도시한 단면
도. 

도 7은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 게이트 신호 단자의 일실시예를 도시한 구성도. 
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도 8은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 드레인 신호 단자의 일실시예를 도시한 구성도. 

도 9는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 대향 전압 신호 단자의 일실시예를 도시한 구성도. 

도 10은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 일실시예를 도시한 등가 회로도. 

도 11은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 구동의 일실시예를 도시한 타이밍차트. 

도 12는 본 발명에 의한 액정 표시 장치에 있어서, 그 액정 표시 패널에 외부 회로를 접속시켰을 경우의 
평면도. 

도 13은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제조 방법의 일실시예를 도시한 공정도로서, 도 14와 조가 되
는 도면.

도 14는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제조 방법의 일실시예를 도시한 공정도로서, 도 13과 조가 되
는 도면. 

도 15는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 16은 도l5의 16-16선에 따른 단면도. 

도 17은 도l5의 17-17선에 따른 단면도. 

도 18은 도 15의 18-18선에 따른 단면도. 

도 19는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제조 방법의 다른 실시예를 도시한 공정도로서 도 20과 조가 
되는 도면. 

도 20은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제조 방법의 다른 실시예를 도시한 공정도로서, 도 19와 조가 
되는 도면. 

도 21은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 22는 도 21의 22-22선에 따른 단면도. 

도 23은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 24는 도 23의 24-24선에 따른 단면도.

도 25는 도 23의 25-25선에 따른 단면도.

도 26은 도 23의 26-26선에 따른 단면도. 

도 27은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 28은 도 27의 28-28선에 따른 단면도. 

도 29는 도 27의 29-29선에 따른 단면도. 

도 30은 도 27의 30-30선에 따른 단면도. 

도 31은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 32는 도 31의 32-32선에 따른 단면도. 

도 33은 도 3l의 33-33선에 따른 단면도. 

도 34는 도 31의 34-34선에 따른 단면도. 

도 35는 상술한 각 실시예의 액정 표시 장치의 인가전압-투과율의 특성을 도시한 그래프. 

도 36은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 37은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 화소 영역의 다른 실시예를 도시한 평면도. 

도 38은 도 37의 38-38선에 따른 단면도. 

〈도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉

GL : 게이트 신호선

GI : 절연막

DL : 드레인 신호선

CL : 대향 전압 신호선

PX : 화소 전극

CT : 대향 전극

AS : 반도체막

TFT : 박막 트랜지스터

PSV : 보호막
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GTM : 게이트 신호 단자

DTM : 드레인 신호 단자

CTM : 대향 전압 신호 단자

ITO : 투명 도전막

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로, 소위 횡전계 방식이라 불리는 액정 표시 장치에 관한 것이다.

횡전계 방식이라 불리는 액정 표시 장치는 액정을 개재하여 대향 배치되는 각 투명 기판의 일측 투명 기
판의 액정측 각 화소 영역에 화소전극과 그 화소 전극 사이에 투명 기판과 평행한 전계(횡전계)를 발생
시키는 대향 전극이 형성되어 구성되어 있다. 

 또한, 상기 화소 전극과 대향 전극 사이의 영역을 투과하는 광량을 상기 전계가 인가된 액정의 구동에 
의해서 제어하도록 되어 있다. 

 이러한 액정 표시 장치는 표시면에 대하여 경사진 방향에서 관찰하더라도 표시에 변화가 없는, 이른바 
광시야각(廣視野角) 특성이 뛰어난 것으로 알려져 있다. 

이러한 종류의 액정 표시 장치에 있어서는, 지금까지 상기 화소 전극과 대향 전극은 광을 투과시키지 않
는 도전층으로 형성되어 있었다. , 

 그러나, 최근, 화소 영역 주변을 제외한 영역의 전역에 투명 전극으로 이루어지는 대향 전극을 형성하
고,  그  대향  전극  상에  절연막을  개재하여  일방향(제1방향)으로  연장되여  그  일방향과  교차하는 
방향(제2방향)으로 투명전극을 병설시켜 이루어지는 띠모양의 화소 전극을 형성한 구성의 것이 알려지기
에 이르렀다. 

 이러한 구성의 액정 표시 장치는 횡전계가 화소 전극과 대향 전극 사이에 발생하여 여전히 뛰어난 광시
야각 특성을 가질뿐만 아니라 개구율이 대폭적으로 향상되게 된다. 

 상기 기술은 예를 들면 SID 99 DIGEST: P202∼P205에 기재되어있다. 

그러나, 상기와 같은 구성으로 이루어지는 액정 표시 장치는 상술한 바와 같이, 화소 전극과 그 화소 전
극 사이에 전계를 발생시키는 대향 전극이 각각 절연막을 개재하여 다른 층으로서 형성되어 있기 때문
에, 그 전계는 액정측보다도 그 액정에서 멀어질수록 많은 전계가 분포되는 것을 벗어나지 못하는 구조
로 되어있다.

이 때문에, 액정중에 충분한 전계 분포를 발생시키기 위하여, 화소 전극과 대향 전극 사이에 비교적 큰 
전압(구동 전압)을 인가해야만 한다는 문제점이 있었다. 

 또한, 대향 전극과 화소전극이 절연막을 개재하여 큰 면적에서 중첩되고 있기 때문에, 영상 신호선과 
화소 전극 사이에 개재되어 있는 박막 트랜지스터(스위칭 소자)의 구동시의 용량이 증대하여 버린다는 
문제점이 있었다. 

        발명이 이루고자하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 그 목적은 구동 전압을 작게 
할 수 있는 액정 표시 장치를 제공하는 데 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은 박막 트랜지스터의 구동시의 용량(부하 용량)을 저감할 수 있는 액정 표시 
장치를 제공하는데 있다. 

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 액정표시장치는 다음과 같이 구성된다.

즉, 본 발명에 의한 액정 표시 장치는 액정을 개재하여 상호 대향 배치되는 투명 기판중 일측 투명 기판
의 액정측의 화소 영역에, 층을 다르게 하여 배치되는 화소 전극과, 그 화소 전극과의 사이에 투명 기판
과 평행한 성분을 갖는 전계를 발생시키는 대향 전극을 구비하고, 상기 화소 전극과 대향 전극중, 일측 
전극은 타측 전극보다도 액정에 가까운 쪽의 층으로서 형성되며, 타측 전극은 적어도 상기 일측 전극의 
중첩되는 영역 주변으로부터 외측으로 연장되는 투명 전극으로서 형성되어 있음과 동시에, 상기 화소 전
극과 대향 전극 사이에서 용량 결합되는 도전층이 형성되어 있는 것을 특징으로 한다. 

상기와 같이 구성된 액정 표시 장치에 있어서, 상기 도전층은 일측 전극과 타측 전극 사이에서 용량 결
합되므로 상기 일측 전극과 도전층 사이에서도 전계가 발생하게 되며, 이 전계는 투명 기판과 평행한 성
분을 갖게 된다. 

또한, 용량 결합된 전극 사이의 전위는 근접하여 그 용량 자체는 저하되게 된다. 

 이에 따라, 일측 전극과 타측 전극 사이에 발생하고 있던 전계의 일부는 상기 일측 전극과 도전층 사이
에 발생하는 전계로 나뉘게 되어, 결과적으로, 전체의 전계 분포는 액정에 가까운 쪽으로 이행시킬 수 
있게 된다. 
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이것은 구동 전압을 일정하게 했을 경우에 액정의 광투과율 제어를 위한 전계를 효율적으로 할 수 있고, 
또한, 별도의 관점에서 보면, 액정의 광투과율 제어를 위하여 전계가 충분한 경우에는 구동 전압을 저감
할 수 있다고 하는 효과를 발휘하게 된다.

 또한, 용량 결합된 도전층과 다른 전극의 전위차는 용량분압치에 의해 저감되어, 박막 트랜지스터의 부
하 용량을 저감할 수 있다고 하는 효과도 발휘하게 된다. 

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 실시예에 대해서 설명한다. 

〔실시예1〕

〈화소의 구성〉

도 1은 본 발명에 의한 액정 표시 장치(패널)의 화소 영역에 있어서의 구성도로서, 액정을 개재하여 상
호 대향 배치되는 각 투명 기판중의 일측 투명 기판의 액정측에서 본 평면도이다. 

 또한, 도 1의 2-2선에 따른 단면도를 도 2에, 3-3선에 따른 단면도를 도 3에, 4-4선에 따른 단면도를 
도 4에 도시하였다. 

 우선, 도 1의 가로방향(이하, X 방향)으로 연장되고, 세로 방향(이하, y 방향)으로 병설되는 게이트 신
호선 GL이 예를 들면 크롬(Cr)으로 형성되어 있다. 이 게이트 신호선 GL은 후술하는 드레인 신호선 DL과 
같이 화소 영역을 둘러싸듯이 되어 있다. 

 그리고, 이 화소 영역에는 후술하는 화소 전극과의 사이에서 전계를 발생시키는 대향 전극이 형성되고, 
이  대향  전극은  상기  화소  영역의  주변을  제외한  전역에  형성되어  투명  도전체인  예를  들면  ITO 
(lndium-tin-Oxide)로 구성되어 있다. 

 이 대향전극 CT는 그 주변 전역을 마름질(trimming)하여 상기 대향 전극 CT와 접속된 대향 전압 신호선 
CL이 형성되고, 이 대향 전압 신호선은 도 1중의 좌우 화소 영역(게이트 신호선 GL을 따라 배치되는 각 
화소 영역)에 있어서의 대향 전극에 동일하게 형성된 대향 전압 신호선 CL과 전기적으로 접속되어 있다. 

 이 대향 전압 신호선 CL은 예를 들면 크롬(Cr)으로 이루어지는 불투명 재료로 형성되어 있다. 이와 같
이 했을 경우, 후술하는 드레인 신호선 DL과 이에 근접하는 대향 전극 CT 변부 사이에 노이즈로서 작용
하는 전계가 발생하더라도, 그 부분은 상기 대향 전압 신호선 CL에 의해서 차광되기 때문에, 표시 품질 
면에서의 문제점을 해소할 수 있게 된다. 

 이는 게이트 신호선 GL과 이에 근접하는 대향 전극 CT 변부 사이에 발생하는 전계(노이즈)에 의한 문제
점도 해소할 수 있다는 것을 의미한다. 

또한, 상술한 바와 같이 대향 전압 신호선 CL의 재료를 게이트 신호선 GL과 동일한 재료로 함으로써, 이
들을 동일한 공정으로 형성하여 제조공수의 증대를 회피할 수 있는 효과를 발휘한다. 

그리고, 이와 같이 대향 전극 CT, 대향 전압 신호선 CL, 및 게이트 신호선 GL이 형성된 투명 기판 SUB1
의 상면에는 이들 모두를 덮는 예를 들면 SiN으로 이루어지는 절연막 GI가 형성되어 있다. 

이 절연막 GI는 후술하는 드레인 신호 DL에 대하여는 대향 전압 신호선 CT 및 게이트 신호선 GL의 층간 
절연막으로서의 기능을, 후술하는 박막 트랜지스터 TFT의 형성 영역에서는 그 게이트 절연막으로서의 기
능을, 또한, 후술하는 용량 소자 Cstg의 형성 영역에서는 그 유전체막으로서의 기능을 가지도록 되어 있
다. 

그리고, 게이트 신호선 GL의 일부(도 1의 좌측밑)에 중첩되어 박막 트랜지스터 TFT가 형성되고, 그 부분
의 상기 절연막 GI 상에는 예를 들면 a-Si로 이루어지는 반도체층 AS가 형성되어 있다. 

 이 반도체층 AS의 상면에 소스 전극 SD1및 드레인 전극 SD2가 형성됨으로써, 게이트 신호선 GL의 일부
를 게이트 전극으로 하는 역스태거 구조의 MIS형 트랜지스터가 형성되게 된다. 그리고, 이 소스 전극 
SD1및 드레인 전극 SD2는 드레인 신호선 DL과 동시에 형성되도록 되어 있다. 

즉, 도 1의 y 방향으로 연장되고 x 방향으로 병설되는 드레인 신호선 DL이 형성되어, 이 드레인 신호선 
DL의 일부가 상기 반도체층 AS의 표면에까지 연장됨으로써 박막 트랜지스터 TFT의 드레인 전극 SD2를 구
성하도록 되어 있다. 

 또한, 상기 드레인 신호선 DL 형성시에 소스 전극 SD1이 형성되어, 이 소스 전극 SD1은 화소 영역내에
까지 연장되어 후술하는 화소 전극 PX와의 접속을 도모하는 컨택트부까지도 일체적으로 형성되도록 되어 
있다. |또한, 도 3에 도시한 바와 같이 반도체층 AS의 상기 소스 전극 SD1과 드레인 전극 SD2의 계면에
는 예를 들면 n형 불순물이 도핑된 컨택트층 d0이 형성되어 있다. 

 이 컨택트층 d0은 반도체층 AS의 표면 전역에 n형 불순물 도핑층을 형성하고, 또한 소스 전극 SD1및 드
레인 전극 SD2의 형성후에 상기 각 전극을 마스크로 하여 이들 각 전극으로부터 노출된 반도체층 AS 표
면의 n형 불순물도핑층을 에칭함으로써 형성되도록 되어 있다. 

 또한, 이 실시예에서는 반도체층 AS는 박막 트랜지스터 TFT의 형성 영역 뿐만 아니라, 드레인 신호선 
DL에 대한 게이트 신호선 GL, 대향 전압 신호선 CL과의 교차부에도형성되어 있다. 층간 절연막으로서의 
기능을 강화시키기 위해서이다. 

 그리고, 이와 같이 박막 트랜지스터 TFT가 형성된 투명 기판 SUB1의 표면에는 상기 박막 트랜지스터 
TFT까지도 덮고 있는, 예를 들면 SiN으로 이루어지는 보호막 PSV가 형성되어 있다. 박막 트랜지스터 TFT
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의 액정과의 직접적인 접촉을 회피하기 위해서이다. 

 또한, 상기 보호막 PSV의 상면에는 화소 전극 PX와 부유된 도전층 FCT가, 예를 들면 ITO로 이루어지는 
투명한 도전막에 의해서 형성되어 있다. 

즉, 화소 전극 PX는 상기 대향 전극 CT 상에 중첩되어, 본 실시예에서는 3개 형성되어, 각각 도 1에서 y 
방향으로 연장되고 X 방향으로 등간격으로 병설되어 형성되어 있다. 그리고, 이들 양단은 각각 x 방향으
로 연장되는 동일 재료층으로 상호 접속되도록 되어 있다. 

 이 경우, 하단의 동일 재료층은 상기 보호막 PSV에 형성된 컨택트홀을 통해서 상기 박막 트랜지스터 
TFT의 소스 전극 SD1의 컨택트부와 접속되도록 되어 있고, 또한한, 상단의 동일 재료층은 상기 대향 전
압 신호선 CL과 중첩되어 상기 절연막 및 보호막을 유전체막으로 하는 용량 소자 Cstg가 형성되도록 되
어 있다.

상기 용량 소자 Cstg는 박막 트랜지스터 TFT를 개재하여 드레인 신호선 DL로부터의 영상 신호가 화소 전
극 PX에 인가된 후에, 상기 박막 트랜지스터 TFT가 오프로 되더라도 상기 영상 신호가 화소 전극 PX에 
비교적 길게 축적되는 등을 위하여 설치된 것으로 되어 있다. 

 그리고, 각 화소 전극 PX 사이에는 y 방향으로 연장되어 배치되는 도전층 FCT가 다른 어느 전극과도 접
속되지 않고 형성되어 있다. 즉, 이 도전층 FCT는 신호(전압)가 인가되는 구성으로도 되어 있지 않고, 
부유된 상태로 형성되도록 되어 있다. 

 상기 도전층 FCT는 예를 들면 ITO 막으로 구성되어, 대향 전극 CT의 일부로서 기능하도록 되어 있다. 

 즉, 도 2에 도시한 바와 같이 도전층 FCT는 상기 대향 전극 CT과 화소 전극 PX 사이에서 용량 결합되기 
때문에, 화소전극 PX와 도전층 FCT 사이에서도 전계가 발생하게 되어, 이 전계는 투명 기판 SUB1과 평행
한 성분을 갖게 된다. 

 이에 따라, 화소 전극 PX와 대향 전극 CT 사이에 발생하고 있는 전계의 일부는 화소 전극 PX와 도전층 
FCT 사이에 발생하는 전계로 나누어지게 되어, 결과적으로, 전체의 전계 분포는 액정에 가까운 쪽으로 
이행시킬 수 있게 된다. 

이는 구동 전압을 일정하게 했을 경우에 액정의 광투과율 제어를 위한 전계를 효율적으로 할 수 있고, 
또한 액정의 광투과율 제어를 위하여 전계가 충분한 경우에는 구동 전압을 저감할 수 있다고 하는 효과
를 발휘하게 된다. 따라서, 상기 도전층 FCT는 대향 전극 CT보다도 상층에, 즉 액정에 가까운 쪽에 형성
됨으로써, 그 효과를 증대시킬 수 있게 된다. 

 또한, 도전층 FCT의 전위는 대향 전극 CT과 인접하는 화소 전극 PX와의 용량분압치에 의해 결정되어, 
도전층 FCT의 전위가 대향 전극 CT에 가까워져, 화소 용량 Ct가 유지 용량 Cstg에 비교하여 저감되게 된
다. 

이러한 점에서, 본 실시예에서는 도전층 FCT를 화소 전극 PX와 동층에 형성한 것으로 하였으나, 이들을 
층을 달리하여 형성하고, 화소 전극을 하층에 도전층 FCT를 상층으로 하여도 되는 것은 물론이다. 

 그리고, 이와 같이 화소 전극 PX 및 대향 전극 FCT가 형성된 투명 기판의 표면에는 상기 화소 전극 PX 
및 대향 전극 FCT까지도 덮는 배향막 ORI1이 형성되어 있다. 이 배향막 ORI1은 액정과 직접적으로 접촉
하는 막으로 상기 액정의 초기 배향 방향을 결정짓는 것으로 되어 있다.

〈필터 기판〉

상기와 같이 구성된 투명 기판은 TFT 기판이라 불려지고, 이 TFT 기판과 액정을 개재하여 대향 배치되는 
투명 기판은 필터 기판이라 불려지고 있다. 

필터 기판은 도 2에 도시한 바와 같이 그 액정 LC 측의 면에, 우선, 각 화소 영역을 나누듯이 하여 블랙
매트릭스 BM이 형성되고, 그 블랙매트릭스 BM의 실질적인 화소 영역을 결정하는 개구부에는 이를 덮고 
있는 필터가 형성되도록 되어 있다. 

 그리고, 블랙매트릭스 BM 및 필터를 덮어서, 예를 들면 수지막으로 이루어지는 오버코트막 OC가 형성되
고, 이 오버코트막 OC의 상면에는 배향막 ORI2가 형성되어 있다. 

〈액정 표시 패널의 전체 구성〉

도 5는 매트릭스형상으로 배치된 각 화소 영역의 집합에 의해서 구성되는 표시 영역 AR를 도시한 액정 
표시 패널의 전체 구성도이다. 투명 기판 SUB2는 투명 기판 SUB1에 대하여 약간 작게 형성되며, 도 5 중
의 우측변 및 하측변은 투명 기판 SUB1의 대응하는 변과 각각 거의 동일한 면이 되도록 배치되어 있다. 

 이에 따라, 투명 기판 SUB1의 도 5 중의 좌측변 및 상측변은 투명 기판 SUB2에 의해서 덮여지지 않은 
영역이 형성되고, 이 영역에서, 각각, 각 게이트 신호선 GL에 주사 신호를 공급하기 위한 게이트 신호 
단자 Tg, 각 드레인 신호선 DL에 영상 신호를 공급하기 위한 드레인 신호 단자 Td가 형성되도록 되어 있
다. 

 투명 기판 SUB2의 투명 기판 SUB1에 대한 고정은 상기 투명 기판 SUB2의 주변에 형성된 밀봉재 SL에 의
해서 행해지며, 이 밀봉재 SL은 각 투명 기판 SUBl, SUB2의 사이에 액정 LC을 봉입하기 위한 봉입재로서
의 기능까지도 갖고 있다. 

 도 6은 각 투명 기판 SUB1, SUB2 사이에 개재되는 액정 LC가 밀봉재 SL에 의하여 봉입되어 있는 것을 
도시하고 있다. 

 또한, 이 밀봉재 SL의 일부(도 5중 우측)에는 액정 봉입구 INJ가 있고, 이 액정 봉입구 INJ는 여기서부
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터 액정을 봉입한 후는 미도시된 액정 봉지제에 의해서 밀봉되도록 되어 있다. 

〈게이트 신호 단자〉

도 7은 각 게이트 신호선에 주사 신호를 공급하기 위한 게이트 신호 단자 GTM을 도시한 구성도로서, 도 
7(a)는 평면도, 도 7(b)는 도 7(a)의 B-B 선에 따른 단면도이다. 

우선, 투명 기판 SUB1 상에 예를 들면 ITO 막 ITO1로 이루어지는 게이트 신호 단자 GTM이 형성되어 있
다. 이 게이트 신호 단자 GT는 대향 전극 CT과 동시에 형성되도록 되어 있다. 

 게이트 신호 단자 GTM의 재료로서 ITO 막 ITO1을 사용한 것은 전기 부식이 잘 발생하지 않게 하기 위해
서이다. 

 그리고, 이 게이트 신호 단자 GTM에는 그 게이트 신호선 GL 측의 단부에서 게이트 신호선 GL이 덮는듯
이 하여 형성되어 있다. , 

 또한, 이들 게이트 신호 단자 GTM 및 게이트 신호선 GL을 덮고서 절연막 GI 및 보호막 PSV가 순차 적층
되고, 이들 보호막 PSV 및 절연막 GI에 설치한 개구에 의해서, 게이트 신호 단자 GTM의 일부가 노출되도
록 되어 있다.

또한, 상기 절연막 GI 및 보호막 PSV는 표시 영역 AR 에서의 그들의 연장 부분으로서 형성되는 것이다. 

〈드레인 신호 단자〉

도 8은 드레인 신호선 DL에 영상 신호를 공급하기 위한 드레인 신호 단자 DTM을 도시한 구성도로, 도 
8(a)는 평면도, 도 8(b)는 도 8(a)의 B-B 선에 따른 단면도이다. 

 우선, 투명 기판 SUB1 상에 형성되는 드레인 신호 단자 DTM은 전기 부식에 대하여 신뢰성이 있는 ITO막 
lTO1로 구성되며, 이 ITO막 ITO1은 대향 전극 CT와 동시에 형성되도록 되어 있다. 

 그리고, 이 드레인 신호 단자 DTM은 절연막 GI 상에 형성되는 드레인 신호선 DL과 접속되게 되나, 상기 
절연막 GI에 컨택트홀을 형성하여 접속시키고자 하는 경우에 다음과 같은 문제점이 발생한다. 

 즉, ITO막 상에 형성된 SiN으로 이루어지는 절연막 GI는 상기 ITO 막과 접촉하는 부분에서 백탁이 발생
하여, 그 부분에 컨택트홀을 형성했을 경우에 상기 구멍이 역테이퍼 형상으로 형성되어, 드레인 신호선 
DL의 접속에 불량이 발생할 가능성을 남기게 된다. 

 이 때문에, 도 8에 도시한 바와 같이 드레인 신호 단자 DTM의 단부에 중첩시켜 예를 들면 Cr로 이루어
지는 금속층 g1을 형성하고, 그 금속층 g1 상의 절연막 GI에 컨택트홀을 형성하도록 하고 있다. 

그리고, 상기 컨택트홀의 형성은 상기 절연막 GI상에 보호막 PSV를 형성한 후에 행함으로써 제조공수의 
저감을 도모하고 있다는 점에서, 상기 보호막 PSV에 형성한 컨택트홀을 통하여 화소 전극 PX와 동시에 
형성되는 ITO막 ITO2에 의해서 드레인 신호선 DL과 상기 금속층 g1과의 접속을 행하고 있다. 

 여기서, 상기 금속층 g1은 Cr를 사용했을 경우를 나타내었으나 A1혹은 Al을 포함하는 재료라도 무방하
다. 이 경우, 상술한 바와 같이 ITO막과의 접촉면에서 산화되기 쉽다는 점에서, 예를 들면 상기 금속층 
g1을 Tj/Al/Ti등과 같이, 상하면 각각에 고융점 금속층을 설치한 3층 구조로 함으로써 양호한 접속을 도
모할 수 있게 된다. 

〈대향 전압 신호 단자〉

도 9는 대향 전압 신호선 CL에 대향 전압 신호를 공급하기 위한 대향 전압 신호 단자 CTM을 도시한 구성
도로, 도 9(a)는 평면도, 도 9(b)는 도 9(a) OB-B 선에 따른 단면도이다. 

투명 기판 SUB1 상에 형성되는 대향 전압 신호 단자 CTM도, 전기 부식에 대하여 신뢰성이 있는 ITO막 
ITO1로 구성되어, 이 ITO막 ITO1은 대향 전극 CT와 동시에 형성되도록 되어 있다. 

그리고, 이 대향 전압 신호 단자 CTM에는 그 대향 전압 신호선 CL 측의 단부에서 상기 대향 전압 신호선 
CL이 덮듯이 하여 형성되어 있다. 

 또한, 이들 신호선을 덮고서, 표시 영역 AR에서의 이들의 연장 부분으로서 형성되는 절연막 GI 및 보호
막 PSV가 순차 적층되고, 이들 보호막 PSV 및 절연막 GI에 설치한 개구에 의해서, 대향 전압 신호 단자 
CTM의 일부가 노출되도록 되어 있다. 

〈등가 회로〉

 도 10은 액정 표시 패널의 등가 회로를 상기 액정 표시 패널의 외부부착 회로와 동시에 도시한 도면이
다.  

 도 10 중의 가로방향으로 연장되고 세로 방향으로 병설되는 각 게이트 신호선 GL에는 수직 주사 회로 V
에 의해서 순차 주사 신호(전압 신호)가 공급되도록 되어 있다. 

 주사 신호가 공급된 게이트 신호선 GL에 따라서 배치되는 각 화소 영역의 박막 트랜지스터 TFT는 상기 
주사 신호에 의해서 온하도록 되어 있다. 

 그리고, 이 타이밍에 맞추어 영상 신호 구동 회로 H로부터 각 드레인 신호선 DL로 영상 신호가 공급되
도록 되어 있고, 이 영상 신호는 각 화소 영역의 상기 박막 트랜지스터를 통해 화소전극에 인가되도록 
되어 있다. 

각 화소 영역에 있어서, 화소 전극과 동시에 형성되어 있는 대향 전극 CT에는 대향 전압 신호선 CL을 개
재하여 대향 전압이 인가되어 있어 그들간에 전계를 발생시키도록 되어 있다.
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그리고, 그 전계중 투명 기판과 평행한 성분을 갖는 전계(횡전계)에 의해서 액정의 광투과율을 제어하도
록 되어 있다. 

또한, 동도에 있어서 각 화소 영역에 나타낸 R, G, B의 각 부호는 각 화소 영역에 각각 적색용 필터, 녹
색용 필터, 청색용 필터가 형성되어 있다는 것을 나타내고 있다. 

〈화소 표시의 타이밍차트〉

도 11은 액정 표시 패널에 공급하는 각 신호의 타이밍차트를 도시한 것으로, 이에 도시된 바와 같이, VG
는 게이트 신호선 GL에 공급하는 주사 신호를, VD는 드레인 신호선에 공급하는 영상 신호를, 또한, VC는 
대향 전압 신호선 CT에 공급하는 대향 전압 신호를 나타내고 있다. 

 대향 전압 신호 VC의 전위를 일정하게 한 일반적인 라인 반전(도트 반전)을 도시한 구동 파형도이다. 

〈액정 표시 패널 모듈〉

도 12는 도 5에 도시한 액정 표시 패널에 외부부착 회로를 실장한 모듈구조를 나타낸 평면도이다. 

 도 12에 있어서, 액정 표시 패널 PNL의 주변에는 수직 주사 회로 V, 영상 신호 구동 회로, 및 전원 회
로 기판 PCB2가 접속되어 있다. 

 수직 주사 회로 V는 복수의 필름 캐리어 방식으로 형성된 구동 IC 칩으로 구성되고, 그 출력범프는 액
정 표시 패널의 게이트 신호 단자 GTM에 접속되며, 입력범프는 플렉시블 기판 상의 단자에 접속되어 있
다. 

 영상 신호 구동 회로도, 마찬가지로, 복수의 필름 캐리어 방식으로 형성된 구동 IC 칩으로 구성되어, 
그 출력범프는 액정 표시 패널의 드레인 신호 단자 DGTM에 접속되고, 입력범프는 플렉시블 기판 상의 단
자에 접속되어 있다. 

 전원 회로 기판 PCB2는 플래트 케이블 FC를 통해 영상 신호 구동 회로 H에 접속되고, 이 영상 신호 구
동 회로 H는 플래트 케이블 FC를 통해 수직 주사 회로 V에 접속되어 있다. 

 또한, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며, 각 회로를 구성하는 반도체 칩을 투명 기판 SUB1에 직접 
탑재하여, 그 입출력범프의 각각을 상기 투명 기판 SUB1에 형성된 단자(혹은 배선층)에 접속시키는 소위 
COG (Chjp On Glass) 방식에도 적용할 수 있다는 것은 물론이다. 

〈제조 방법〉

도 13및 도 14는 상술한 TFT 기판의 제조 방법의 일실시예를 도시한 공정도이다. 

이 제조는(A) 내지 (F)까지의 포토공정을 거쳐 완성되며, 도 13 및 도 14 중의 좌측은 화소 영역을, 도 
13 및 도 14 중의 우측은 드레인 신호 단자 형성 영역을 나타내고 있다. 

이하, 공정순으로 설명한다. 

공정(A) 

투명 기판 SUB1을 준비하여, 그 표면 전역에 예를 들면 스퍼터링에 의해서 ITO막을 형성한다. 그리고, 
포토리소그래피 기술을 이용하여 상기 ITO막을 선택 에칭하고, 화소 영역에는 대향 전극 CT를, 또한 드
레인 신호 단자 형성 영역에는 드레인 신호 단자 DTM을 형성한다. 

공정(B) 

투명 기판 SUB1의 표면 전역에 Cr막을 형성한다. 그리고, 포토리소그래피 기술을 이용하여 상기 Cr막을 
선택 에칭하고, 화소영역에는 게이트 신호선 GL 및 대향 전압 신호선 CL을, 또한한 드레인 신호 단자 형
성 영역에는 중간 접속체로 되는 도전층 g1을 형성한다. 

공정(C) 

투명 기판 SUB1의 표면 전역에 예를 들면 CVD법에 의해서 SiN막을 형성하여 절연막 GI를 형성한다.

 또한, 이 절연막 GI의 표면 전역에 예를 들면 CVD법에 의하여 a-Si층, n형 불순물이 도핑된 a-Si 층을 
순차로 형성한다. 

 그리고, 포토리소그래피 기술을 이용하여 상기 a-Si 층을 선택 에칭하고, 화소 영역에 박막 트랜지스터 
TFT의 반도체층 AS를 형성한다. 

공정(D) 

투명 기판 SUB1의 표면 전역에, 예를 들면 스퍼터링법에 의해서 Cr 막을 형성하고, 포토리소그래피 기술
을 이용하여 상기 Cr막을 선택 에칭하여, 화소 영역에 드레인 신호선 DL, 박막 트랜지스터 TFT의 소스 
전극 SD1및 드레인 전극 SD2를, 또한 드레인 신호 단자 형성 영역에 상기 드레인 신호선 DL의 연장부를 
형성한다. 

공정(E) 

투명 기판 SUB1의 표면 전역에, 예를 들면 CVD법에 의해서 SiN 막을 형성하여 보호막 PSV를 형성한다. 

그리고, 포토리소그래피 기술을 이용하여 상기 보호막 PSV를 선택 에칭하고, 화소영역에 박막 트랜지스
터 TFT의 드레인 전극 SD2의 일부를 노출시키는 컨택트홀을 형성함과 동시에 드레인 신호 단자 형성 영
역에는 상기 보호막 PSV의 하층의 절연막 GI에까지 관통시켜 상기도전층 g1의 일부를 노출시키는 컨택트
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홀을 형성한다. 

공정(F) 

투명 기판 SUB1의 표면 전역에 예를 들면 스퍼터링법에 의해서 ITO막 ITO2를 형성한다. 그리고, 포토리
소그래피 기술을 이용하여 상기 ITO막을 선택 에칭하고, 화소 영역에 상기컨택트홀을 통해서 박막 트랜
지스터 TFT의 드레인 전극 SD2와 접속된 화소 전극 PX, 및 부유된 도전층 FCT를 형성함과 동시에, 드레
인 신호 단자 형성 영역에는 드레인 신호선 DL과 상기도전층 g1과의 접속을 도모하는 접속체층을 형성한
다. 

〔실시예2〕

〈화소의 구성〉

 도 15는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도로, 도 16은 도 15의 16-16선에 
따른 단면도, 도 17은 도 15의 17-17선에 따른 단면도, 도 18은 도 15의 18-18선에 따른 단면도를 도시
한 것이다. 

실시예1에 도시한 도(도 1, 도 2, 도 3, 도 4)와 대응하고 있어, 그와 동 일한 부호는 동일 재료를 나타
내고 있다. 

실시예1과 다른 구성은 우선, 투명 전극으로 이루어지는 대향 전극 CT가 절연막 GI 상에 형성되어, 드레
인 신호선 DL과 동층으로 되어 있다. 

이는 대향 전극 CT는 게이트 신호선 GL과 다른 층으로서 형성되어 있다는 것을 의미한다. 

그리고, 상기 대향 전극 CT의 드레인 신호선 DL과 근접하는 변부에 설치되는 도전막 FGT는 게이트 신호
선 GL과 동층에 설치되어 있고, 상기 대향전극 CT와는 전기적으로 접속되어 있지 않은 상태로 형성되어 
있다. 

 이 때문에 도전막 FGT는 실시예1와 같이 대향 전압 신호선 CL의 일부로서 기능하는 일은 없고, 오로지, 
드레인 신호선 DL과 대향 전극 CT 사이에 노이즈로서 발생하는 전계에 의한 액정의 광 누설 등을 차광하
는 차광재로서만 기능하게 된다. 

상기와 같이 구성했을 경우, 드레인 신호선 DL과 대향 전극 CT의 간격을 좁힐수 있어 개구율을 향상시킬 
수 있는 효과를 갖는다. 

그러나, 상기 도전막 FGT는 상기와 같이 형성하지 않고, 대향 전극 CT와 동층에 형성하고, 상기 대향 전
극 CT의 드레인 신호선 DL과 근접하는 변부에 일부 접속시켜 형성해도 된다는 것은 물론이다. 

 그리고, 각 화소 영역중 드레인 신호선 DL을 따라(게이트 신호선 GL에 직교하는 방향에)배치되는 각 화
소 영역의 대향 전극 CT는 상호 접속되어 구성되어 있다. 

즉, 각 화소 영역의 대향 전극 CT는 게이트 신호선 GL이 형성되어 있는 영역에 걸쳐 일체적으로 형성되
어 있다.

다시 말하면, 드레인 신호선 DL을 따라 배치되는 각 화소 영역의 대향 전극 CT는 상기 드레인 신호선 DL
을 따라 띠모양으로 형성되어 있다. 

 이 대향 전극 CT는 게이트 신호선 GL과 다른 층으로 형성되어 있어 이 게이트 신호선 GL에 접속되는 일 
없이 형성할 수 있기 때문이다. 

 이와 같이 띠형상으로 형성된 대향 전극 C는 화소 영역의 집합체로서 형성되는 표시 영역의 외측으로부
터 대향 전압 신호가 공급되도록 하면, 실시예1에 도시한 대향 전압 신호선 CL을 형성하지 않아도 된다
는 효과를 발휘한다. 

 또한, 상술한 실시예에서는 각 화소 영역중 드레인 신호선 DL을 따라 배치되는 각 화소 영역의 대향 전
극 CT를 공통으로 구성한 것이다. 그러나, 게이트 신호선 GL을 따라 배치되는 각 화소 영역의 대향 전극 
CT를 공통으로 구성하도록 해도 된다는 것은 물론이다. 

이 경우, 대향 전극 CT는 드레인선 DL과 다른 층으로 구성되어 있을 것이 필요해져, 예를 들면 실시예1
의 구성에 있어서 적용할 수 있다. 

 또한, 본 실시예에서는 화소 전극 PX 및 부유된 도전층 FCT를, 각각 게이트 신호선 GL에 의해 근접시
켜, 혹은 상기 게이트 신호선 GL 상에 중첩시킨 상태로까지 연장시킴으로써(도 15 참조), 상기 게이트 
신호선 Gl의 근방에서도 화소 영역으로서의 기능을 확대시킬 수 있게 된다.

 이는 게이트 신호선 GL 근방에서, 상기 게이트 신호선 GL 그 자체에 블랙매트릭스로서의 기능을 가지게 
하는 것만으로 충분하여(바꾸어 말하면, 게이트 신호선 GL과 그 근방을 덮는 블랙매트릭스를 필요로 하
지 않는다), 개구율의 대폭적인 향상을 도모할 수 있다고 하는 효과를 발휘한다. 

〈제조 방법〉

도 19및 도 20은 상술한 실시예에서 도시한 액정 표시 장치의 제조 방법의 일실시예를 도시한 공정도로
서, 도 13 및 도 14와 대응한 도로 되어있다. 

 실시예1의 경우와 비교하여 대향 전극 CT가 절연막 GI의 상면에 형성되고, 이 대향 전극 CT 상에 보호
막 PSV를 통해 화소 전극 PX가 형성되어 있는 구성의 차이에 대응시켜, 제조 공정에 차이를 갖게 되어 
있다. 
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〔실시예3〕

도 21은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도로 도 15에 대응한 도면으로 되
어있다. 도 22는 도 21의 22∼22선에 따른 단면도이다. 

 도 21에 있어서, 도 15와 동일 부호는 동일 재료를 나타내고 있다. 도 15의 구성과 다른 부분은 우선, 
드레인 신호선 DL을 따라 배치되는 각 화소 영역내를 상기 드레인 신호선 DL과 거의 평행하게 주행하는 
대향 전압 신호선 CL이 형성되어 있다는 데 있다. 

 이 대향 전압 신호선 CL은 대향 전극 CT 바로 아래에(혹은 바로 윗쪽이라도 좋다)에 형성되어, 다시 말
하면 상기 대향 전극 CT에 접속되어 형성되어, 대향 전극 CT 그 자체의 전기적 저항을 저감시키는 기능
을 가지게 하고 있다. 

이 대향 전압 신호선 CL은 예를 들면 드레인 신호선 DL과 동시에 형성되어, 상기 드레인 신호선 DL과 동
일한 재료로 되어 있다. 이같은 점에서, 상기 대향 전압 신호선 CL은 대향 전극 CT를 구성하는 ITO보다
도 전기적 저항이 작은 도전층으로 구성되어 있다. 

 그리고, 이 대향전압 신호선 CL은 화소 영역을 거의 2등분하도록 하여 그 중앙을 주행하도록 되어 있
다. 그 양편에 존재하는 드레인 신호선 DL과의 단락을 확실하게 회피할 수 있도록 형성할 수 있기 때문
이다. 

 또한, 상기 대향전압 신호선 CL은 도 21의 y 방향으로 연장되어 형성되는 화소 전극 PX 중의 하나와 중
첩되어 형성되어 있다. 

 화소 전극 PX가 형성되어 있는 부분은 대향 전극 CT와 함께 광투과율이 저감되는 부분으로 되어 있다는 
점에서, 이 부분에 대향 전압 신호선 CL을 포지셔닝 시킴으로써, 광투과율의 저감을 최소한으로 억제하
고자 하는 취지이다. 

 그리고, 이 실시예에서는 드레인 신호선 DL의 상면에 ITO막 ITO1이 적층되어 형성되어, 상기 드레인 신
호선 DL이 단선되어 형성된 경우라도상기 ITO막 ITO1에 의해서 상기 단선을 수복할 수 있는 구성으로 되
어 있다. 

상기 ITO막 ITO1은 대향 전극 CT의 형성시에 동시에 형성할 수 있기때문에, 제조공정수의 증대를 회피할 
수 있는 효과를 발휘한다. 

〔실시예4〕

도 23은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도로, 도 24는 도 23의 24-24선에 
따른 단면도, 도 25는 도 23의 25-25선에 따른 단면도, 도 26은 도 23의 26-26선에 따른 단면도이다. 

 도 23은 도 1에 대응한 도면으로 되어 있고, 동일 부호는 동일 재료를 나타내고 있다. 

 도 23에 있어서, 도 1과 다른 구성은 화소 전극 PX 및 부유된 도전층 FCT가 절연막 GI 상에 형성되고, 
대향 전극 CT와는 이 절연막 GI를 개재하여 배치되어 있다. 즉, 액정측의 화소전극 PX 및 도전층 FCT는 
보호막 PVS(및 배향막 ORI1)을 개재하여 배치되어 있다. 

 이와 같이 했을 경우, 액정 LC 중으로의 전기력선이 보호막 PVS 에 의한 분압 효과에 의해서 증대되어, 
상기 액정 LC의 재료로서 저저항의 것을 선택할 수 있어, 결과적으로 잔상이 적은 표시를 얻는 효과를 
발휘한다. 

또한, 상기와 같이 했을 경우, 도 25에 도시한 바와 같이 박막 트랜지스터 TFT의 소스 전극 SD1과 화소 
전극 PX의 접속을 직접 행할 수 있기때문에, 예를 들면 보호막 PSV 등에 형성한 컨택트홀을 통해서 행하
는 번잡함을 해소할 수가 있다.

〔실시예5〕

도 27은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도로, 그 28-28선에 따른 단면도, 
29-29선에 따른 단면도, 30-30선에 따른 단면도를, 각각 도 28, 도 29, 도 30에 도시하고 있다. 

 도 27은 도 1에 대응한 도면으로 되어 있고, 동일 부호는 동일 재료를 나타내고 있다.

도 27에 있어서, 도 1과 다른 구성은 우선, 절연층을 통해 화소 전극 PX는 하층에 포지셔닝되고, 대향 
전극 CT는 상층에 포지셔닝되어 있다는 것이다. 

 즉, 도 28에 도시한 바와 같이 절연막 GI의 상면에 제l보호막 PSV1이 형성되고, 그 제1 보호막 PSVl 상
에 예를 들면 ITO막에 의해서 화소 전극 PX가 형성되어 있다. 

 이 화소 전극 PX는 화소 영역 주변을 제외한 대부분의 영역에 형성된 투명한 전극으로, 제1 보호막 
PSV1의 하층에 형성되는 박막 트랜지스터 TFT의 소스 전극과 컨택트홀을 통해서 접속되어 있다. 

 그리고, 이와 같이 형성된 화소 전극 PX를 덮는 제2보호막 PSV2가 형성되고, 그 제2보호막 PSV2의 상면
에 대향 전극 CT 및 부유된 도전층 FTC가 형성되어 있다. · 

이 중 대향 전극 CT는 상기 화소 전극 PX에 중첩되는 영역에 도 27의 y 방향으로 연장되고 x 방향으로 
병설되는 복수의 띠형상의 전극으로서 형성되지만, 이들의 양단부는 각 대향 전극 CT 사이의 영역을 제
외한 다른 모든 영역에 상기 각 대향 전극 CT과 일체적으로 형성된 도전막과 접속되어 형성되어 있다. 

다시 말하면, 대향 전극 CT는 적어도 표시 영역 전역을 덮도록 하여 형성된 도전막(ITO)중, 상기 화소 
전극 PX에 중첩되는 영역내의 도전막에, 상기도전층 FTC의 형성 영역의 주위를 도려 내는 개구를 형성함
으로써, 형성되도록 되어 있다. 
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 이와 같이 적어도 표시 영역을 덮도록 하여 형성된 도전막(ITO)에 개구를 설치함으로써 대향 전극 CT 
및 도전층 FTC를 형성함으로써, 이들 대향 전극 CT 및 도전층 FTC로서 기능하는 도전막 이외의 다른 도
전막은 대향 전압 신호선 CL로서 이용할 수 있고, 이와 같이 했을 경우, 도전막 전체의 전기 저항을 대
폭 저감할 수 있다고 하는 효과를 발휘하게 된다. 

 또한, 대향 전극 CT 및 도전층 FTC로서 기능하는 도전막 이외의 다른 도전막은 게이트 신호선 GL 및 드
레인 신호선 DL을 덮은 상태로 형성할 수 있게 된다. 

이는 대향 전극 CT 및 도전층 FTC로서 기능하는 도전막 이외의 다른 도전막은 종래의 블랙 매트릭스층으
로서의 기능을 가지게 할 수 있다는 것을 의미한다. 

액정의 광투과율을 제어하는 투명 기판 SUB1과 평행한 성분을 갖는 전계(횡전계)는 대향 전극 CT로서 기
능하는 도전층(도전층 FTC도 포함한다)과 화소 전극 PX의 사이에서 발생하고, 그 이외의 부분에서는 상
기 횡전계가 발생할 수 없기 때문이다. 

 이 때문에, 도 28에 도시한 바와 같이 투명 기판 SUB2측에는 블랙매트릭스층을 형성할 필요가 없어져, 
제조공정수의 저감을 도모할 수 있다고 하는 효과를 발휘하게 된다. 

 또한, 이 경우, 액정으로서, 전계가 인가되지 않은 상태에서 흑 표시를 할수 있는, 이른바 노멀리 블랙
의 것을 사용함으로써, 상기도전층의 블랙매트릭스로서의 기능을 강화할 수가 있게 된다. 

 또한, 게이트 신호선 GL 혹은 드레인 신호선 DL이 상기 도전막과의 사이에서 용량을 발생시킨다는 것은 
부정할 수 없게 된다. 이러한 점에서, 이들 사이에 개재되는 제1보호막 PSVl 및 제2보호막 PSV2 중 예를 
들면 제2보호막 PSV2를 도포로 형성할 수 있는 수지막으로 구성하고, 이 수지막의 막 두께를 비교적 크
게 형성함으로써 상기 용량을 작게 할 수가 있다. , 

〔실시예6〕

도 31은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도로서, 그 32-32선에 따른 단면도
를 도 32에 도시하고 있다. 

 도 31은 실시예5와 비교하여 더욱 개량된 구성을 도시한 것으로, 도 27 내지 도 30과 동일 부호는 동일 
재료를 나타내고 있다.

실시예5의 경우와 다른 구성은 우선, 화소 전극 PX는 절연막 GI 상에 형성되고, 대향 전극 CT는 상기 화
소 전극 PX 상에 형성된 제1보호막 PSV1 상에 형성되어 있다는 점이다. 

 즉, 화소 전극 PX와 대향 전극 CT는 제1보호막 PSV를 개재하여 층을 다르게 하고 있다. 

 그리고, 화소영역을 제외한 다른 영역에는 제2보호막 PSV2가 형성되어 있다. 이 제2보호막 PSV2는, 예
를 들면 적어도 표시 영역 전역에 상기 제2보호막 PSV2를 형성한 후에, 화소 영역에 상당하는 부분을 선
택 에칭함으로써 형성된다. 

 또한, 잔존된 제2보호막 PSV2의 표면에는 도전막이 형성되어 있다. 이 도전층은 대향 전극 CT와 일체로 
형성되어, 실시예5의 경우와 마찬가지로 적어도 표시영역 전역에 도전막을 형성한 후에, 화소 전극 PX에 
중첩되는 영역내의 도전막에, 도전층 FTC의 형성 영역의 주위를 도려 내는 개구를 형성함으로써 대향 전
극 CT가 형성되도록 되어 있다. 

 이와 같이 구성된 액정 표시 장치는 게이트 신호선 GL 혹은 드레인 신호선 DL과 상기 도전층 사이에 
제1보호막 PSV1 및 제2보호막 PSV2를 개재시킴으로써 이들 사이에 발생하는 용량을 작게 할 수 있음과 
동시에, 화소 전극 PX와 대향 전극 CT 사이에 제1보호막 PSV1을 개재시킴으로써 이들 사이의 전계를 액
정 LC측으로강하게 발생시킬 수 있는 효과를 발휘한다. 

〔상기 각 실시예의 특성 비교〕

도 35는 상기 실시예1, 실시예2, 실시예4, 실시예5, 및 실시예6의 각 구성에 있어서의 인가 전압에 대한 
투과율의 특성을 나타낸 그래프를 도시한 것이다. 

여기서, 각 실시예의 액정 표시 장치는 소위15형 XGA 규정의 것으로, 게이트 신호선 GL의 폭을 10μm, 
드레인 신호선 DL의 폭을 8μm로 한 것을 대상으로 하고 있다. 

 동도에서는 비교를 위해, 상기 각 실시예 외에, TN형 TFT-LCD 및 IPS형 TFT-LCD의 특성도 나타내고 있
다. 

 동도로부터, 실시예l에서는 그 개구율이 60%, 실시예2에 있어서는 그 개구율이 70%, 실시예4에 있어서
는 그 개구율이 50%, 실시예5및 6에 있어서는 그 개구율이 80%가 되는 것이 확인된다. 

 여기서, 실시예5 및 6의 경우에 개구율이 특히 높은 것은 종래 이용되고 있던 블랙매트릭스를 사용하지 
않은 구성으로 한 때문이다. 

 또한, 실시예6의 경우, 실시예5와 비교하여 구동 전압을 낮게 할 수 있는 것은 화소 영역에서 제2보호
막 PSV2이 형성되어 있지 않은 구성으로 되어 있기 때문이다. 

〔실시예7〕 

 도 36은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도로, 상술한 각 실시예를 소위 
멀티 도메인 방식의 액정 표시 장치에 적용한 경우를 도시한 것이다. 

 여기서, 멀티도메인 방식이란 액정이 퍼지는 방향으로 발생하는 전계(횡전계)에 있어서, 각 화소 영역
내에 상기 횡전계의 방향이 다른 영역을 형성하도록 하여, 각 영역의 액정 분자의 비틀림 방향을 반대로 
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함으로써, 예를 들면 표시 영역을 좌우로부터 각각 보았을 경우에 생기는 표시색의 차를 상쇄시키는 효
과를 발휘하게 된다. 

 도 36은 예를 들면 도 1에 대응한 도면으로 되어 있어, 일방향으로 연장되고 그와 교차하는 방향으로 
병설시킨 띠형상의 각 화소 전극 PX를, 상기한 방향에 대하여 각도θ(P형 액정에서, 배향막의 러빙 방향
을 드레인 신호선의 방향과 일치시켰을 경우, 5∼40가 적당)로 경사지게 하여 연장된 후에 각도(-2θ)로 
굴곡시켜 연장시키는 것을 반복하여 지그재그형으로 형성한 것으로 되어있다. 

 그리고, 부유된 도전층 FTC도 화소전극 PX 와 동일한 형상으로 함으로써, 이들은 지그재그형으로 형성
되어 있더라도 평행하게 배치된 관계로 되어있다. 

 이 경우, 대향 전극 CT는 화소 영역 주변을 제외한 영역에 형성되어, 그 대향 전극 CT에 상술한 구성의 
각 화소전극 PX 및 도전층 FTC가 중첩되도록 배치시키는 것만으로, 멀티도메인 방식의 효과를 발휘할 수 
있다. 

 그리고, 특히, 화소 전극 PX의 굴곡부에서 대향 전극 CT와의 사이에 발생하는 전계는 화소 전극 PX의 
다른 부분에서 대향 전극 CT와의 사이에 발생하는 전계와 전혀 다르지 않게 발생한다는 것이 확인되어 
있다. 종래는 이른바 디스클리네이션 영역으로 불려져 액정 분자의 비틀림 방향이 랜덤하게 되어 불투과
부가 발생했었다. 

 이 때문에, 화소 전극 PX의 굴곡부 근방에서 광투과율의 저하와 같은 문제점이 발생하지 않는다는 효과
를 발휘한다. 

 또한, 본 실시예에서는 화소전극 PX는 도 36중에서 y 방향으로 연장시켜 형성하였으나, 도 36중에서 x 
방향으로 연장되도록 하고, 그에 굴곡부를 설치하여 멀티도메인 방식의 효과를 얻도록 해도 좋다. 

 또한, 본 실시예는 화소전극 PX에 굴곡부를 설치하여 멀티도메인 방식의 효과를 얻도록 한 것이다. 

 그러나, 화소 전극 PX를 적어도 화소 영역 주변을 제외한 전역에 형성하여, 예를 들면 도 28에 도시한 
바와 같이 대향 전극 CT를 일방향으로 연장시켜 그 방향에 교차하는 방향으로 병설시킨 구성의 것에 있
어서는 상기 대향 전극에 굴곡부를 설치하여 멀티도메인 방식의 효과를 얻도록 해도 무방하다는 것은 물
론이다. 

〔실시예8〕

도 37은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 다른 실시예를 도시한 평면도이고, 그 38-38선에 따른 단면도
를 도 38에 도시하고 있다. 

 동도는 실시예1와 비교하여 더욱 개량된 구성을 나타내는 것으로, 도 1내지 도 2와 동일 부호는 동일 
재료를 나타내고 있다. 

 실시예1의 경우와 다른 구성은 우선, 대향 전극으로서 기능하는 도전층 FCT가 대향 전압 신호선 CL과 
화소 전극 PX 사이의 부유된 도전층 으로서 구성되도록 한 것이다. 

 즉, 도 38에 도시한 바와 같이 이 도전층 FCT는 대향 전압 신호선 CL이나 게이트 신호선 GL과 동일층의 
하부에 형성된 기저 절연막 UI의 더욱 하부에 형성되어 있다. 

ITO와 같은 투명도전층으로 구성된 도전층 FCT는 도 37에 도시한 바와 같이 그 주변부를 기저 절연막 UI
를 개재하여 대향 전압 신호선 CL로 중첩되게 하고 있다. 

 이에 따라, 부유 상태이면서, 기저 절연막 UI의 두께를 조정함으로써 도전층 FCT의 전위는 대향 전압 
신호선 CL의 전위에 근접하게 되어, 대향 전극의 역할을 완수하여 액정 표시의 투과율 제어를 할 수 있
게 된다. 

 이러한 구성으로 함으로써, 실시예1에서는 대향 전극 CT와 화소 전극의 중첩 면적이 크므로 이들 사이
에 일정한 확률로 발생하는 단락 불량을 저감시킬 수 있게 된다. 

 또한, 도 38에 도시한 바와 같이 박막 트랜지스터 TFT의 구동해야 할 용량이 대향 전압 신호선 CL과 부
유된 대향 전극 FCT의 용량 Ct와 상기 대향 전극 FCT와 각각의 화소 전극 PX의 사이의 용량 Cstg의 직병
렬 구성으로 되어 저감시킬 수 있게 된다. 

 또한, 상술한 실시예는 화소 전극 PX와 대향 전극 CT에 있어서, 그 일측을 드레인 신호선 DL 및 게이트 
신호선 GL에 의하여 둘러싸인 영역중의 적어도 그 주위를 제외한 중앙부 영역 전역에 투명 전극으로 형
성하고, 그 투명전극과 중첩되도록 하여 타측의 전극을 형성한 것이다. 

 그러나, 상기 일측 전극은 타측 전극과 중첩되는 영역에 개구가 설치되어도 좋고, 또한 그 개구의 주변
부에서 상기 타측 전극과 일부 중첩되어 형성되더라도 좋다.

이와 같이 했을 경우에도, 화소 전극 PX와 대향 전극 CT 사이에 발생하는 전계(횡전계)의 분포에 변화가 
없기 때문이다.

또한, 상술한 실시예에서는 화소 전극 PX 및 대향전극을 모두 투명 전극으로 구성하고 있다. 그러나, 그 
일측을 불투명한 전극을 사용해도 되는 것은 물론이다. 

 즉, 드레인 신호선 DL 및 게이트 신호선 GL에 의해서 둘러싸인 영역중의 적어도 그 주위를 제외한 중앙
부 영역 전역에 투명 전극으로 대향 전극을 형성했을 경우, 그 대향 전극과 중첩되도록 하여 불투명한 
전극으로 이루어지는 화소 전극을 형성하는 것을 실시예로서 들 수있다. 

상기와 같이 하여도, 각 실시예에 도시한 기술적 효과에 차이가 있는 것은 아니기 때문이다.
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    발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 의한 액정 표시 장치에 따르면, 구동 전압을 작게 할 수 
있어, 박막 트랜지스터의 부하 용량을 작게 할 수 있는 효과가 있다. 

본 발명에 의한 대표적인 실시예를 들어 이에 대하여 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니
며 당업자가 알 수 있는 범위에서 이들에 행해지는 각종 변형 및 개선까지도 허용하는 것으로 이해되는 
것이며, 따라서 본원 명세서의 청구범위는 이에 나타나고 또한 기재되는 상세에 구애되지 않고 가능한 
변형 및 개선까지도 모두 내포하는 것을 의미하는 것이다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

액정을 개재하여 상호 대향 배치되는 투명 기판중 일측 투명 기판의 액정측의 화소 영역에 층을 달리 하
여 배치되는 화소 전극과 상기 화소 전극과의 사이에 투명 기판과 평행한 성분을 갖는 전계를 발생시키
는 대향 전극을 구비하여, 

상기 화소 전극과 대향 전극중의 일측 전극은 타측 전극보다도 액정에 가까운 쪽의 층으로서 형성되고, 

상기 타측 전극은 적어도 상기 일측 전극의 중첩되는 영역 주변에서 외측으로 연장되는 투명 전극으로서 
형성되며, 또한

 상기 화소 전극과 대향 전극 사이에서 용량 결합되는 도전층이 형성되어 있는 액정 표시 장치. 

청구항 2 

제1항에 있어서,

용량 결합되는 상기 도전층은 상기 타측 전극보다도 액정에 가까운 쪽의 층으로서 형성되어 있는 액정 
표시 장치. 

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 타측 전극은 적어도 상기 화소 영역의 주변을 제외한 중앙부 전역에 걸쳐 형성되어 있는 액정 표시 
장치. 

청구항 4 

액정을 개재하여 상호 대향 배치되는 투명 기판중 일측 투명 기판의 액정측의 화소 영역에, 평면 배치상 
적어도 주변을 제외한 중앙부 전역에 결쳐 적어도 일측 전극이 투명으로 이루어지는 한쌍의 전극이 각각 
층을 달리하여 형성되고,

상기 한쌍의 전극의 타측 전극이 상기 한쌍의 전극의 일측 전극보다도 액정에 가까운 쪽의 전극으로서 
형성되어 있음과 동시에, 부유 전극이 형성되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 

상기 부유 전극은 상기 타측 전극에 인접하여 상기 일측 전극보다도액정에 가까운 쪽에 형성되어 있는 
액정 표시 장치. 

청구항 6 

제4항에 있어서,

상기 부유 전극은 상기 타측 전극과 층을 동일하게 하여 형성되어 있는 액정 표시 장치. 

청구항 7 

액정을 개재하여 상호 대향 배치되는 투명 기판중 일측 투명 기판의 액정측의 화소 영역에, 

제1 전극과, 

상기 제1 전극에 대하여 절연막을 개재하여 하층에 형성되어 상기 제1 전극과의 사이에서 투명 기판에 
평행한 성분을 갖는 전계를 발생시키는 제2 전극과, 

상기 제1 전극과 인접하여 배치되어 상기 제2 전극에 대하여 상층에 형성된 제3 전극을 구비하고, 

 상기 제2 전극은 상기 제1 전극의 주변부로서 적어도 상기 제1 전극과 중첩하지 않는 영역에 형성된 투
명 전극으로 구성되어 있음과 동시에,

상기 제3 전극은 전압이 인가되지 않은 전극으로서 구성되어 있는 액정 표시 장치. 

청구항 8 

제7항에 있어서,
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상기 제1 전극 및 상기 제3 전극은 각각 투명 전극으로 이루어지는 액정 표시 장치. 

청구항 9 

액정을 개재하여 상호 대향 배치되는 투명 기판중 일측 투명 기판의 액정측 화소 영역에, 

절연막을 개재하여 배치되는 화소 전극과 대향 전극이 형성되고, 이들 각 전극과의 사이에는 투명 기판
에 평행한 성분을 갖는 전계를 발생시킴과 동시에, 

상기 화소 전극과 대향 전극중의 일측 전극은 타측 전극보다도 액정에 가까운 층으로 형성되어 있음과 
동시에, 상기 타측 전극은 상기 일측 전극의 주변부로서 적어도 상기 일측 전극과 중첩하지 않는 영역에 
형성된 투명 전극으로 구성되고, 

또한, 상기 일측 전극에 인접하여 상기 타측 전극보다도 액정에 가까운 층으로 형성된 부유 전극이 구비
되어 있는 액정 표시 장치. 

청구항 10 

제9항에 있어서, 

상기 타측 전극은 적어도 상기 화소 영역 주변을 제외한 중앙부 전역에 형성되고, 상기 일측 전극과 상
기 부유 전극은 각각 일방향으로 연장되며 상기 일방향과 교차하는 방향으로 병설되어 교대로 형성되어 
있는 액정 표시 장치.

도면

    도면1
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摘要(译)

产生电场的相对电极具有与像素电极中的透明基板平行的分量，在一侧
透明基板的液晶侧的像素区域中插入液晶并区分面对互易的透明基板中
的层并且布置了像素电极。对于形成这些像素电极中的一侧的液晶显示
器和靠近液晶的另一侧的相对电极，使得驱动电压变小，并且另外形成
具有透明电极的另一侧电极由于来自重叠区域附近的至少一侧电极到外
面。此外，为了使得产生的负载容量，像素电极和相对电极之间的小，
在像素电极和相对电极之间形成电容耦合的导电层。像素电极，对电
极，透明基板，导电层，液晶显示器。
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